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Profesorado responsable:

Otros:

COMPETENCIAS DE LA TITULACION A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Especificas:

1. Comprension de los principios fisicos de los semiconductores. Conocimiento de los dispositivos microelectronicos y sus aplicaciones
en nanotecnologia, biofisica, fotdnica y comunicaciones. Aptitud para analizar el funcionamiento de dispositivos electrénicos y circuitos
integrados.

Genéricas:

5. EXPERIMENTALIDAD Y CONOCIMIENTO DE HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS. Capacidad para desarrollarse comodamente en un
entorno de laboratorio del &mbito de la ingenieria fisica. Capacidad para operar instrumentos y herramientas propias de la ingenieria
fisica e interpretar sus manuales y especificaciones. Capacidad de evaluar los errores y las limitaciones asociados a las medidas y
resultados de simulaciones.

4. CAPACIDAD PARA IDENTIFICAR, FORMULAR Y RESOLVER PROBLEMAS DE INGENIERIA FISICA. Capacidad para plantear y resolver
problemas de ingenieria fisica con iniciativa, tomada de decisiones y creatividad. Desarrollar métodos de analisis y solucién de
problemas de forma sistematica y creativa.

Transversales:

1. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACION - Nivel 3: Planificar y utilizar la informacion necesaria para un trabajo
académico (por ejemplo, para el trabajo de fin de grado) a partir de una reflexidn critica sobre los recursos de informacion utilizados.
2. COMUNICACION EFICAZ ORAL Y ESCRITA - Nivel 2: Utilizar estrategias para preparar y llevar a cabo las presentaciones orales y
redactar textos y documentos con un contenido coherente, una estructura y un estilo adecuados y un buen nivel ortografico y
gramatical.

3. APRENDIZAJE AUTONOMO - Nivel 3: Aplicar los conocimientos alcanzados en la realizacién de una tarea en funcién de la
pertinencia y la importancia, decidiendo la manera de llevarla a cabo y el tiempo que es necesario dedicarle y seleccionando las
fuentes de informacién mas adecuadas.

METODOLOGIAS DOCENTES

Las cinco horas de clase semanales se distribuyen en tres sesiones tedricas y dos de problemas.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Entender el funcionamento de osl dispositivos semiconductores.
Conocer los principios basicos i ser capaz de analizar cuantitativamente su funcionamento.
Tener las herramientas que permitan entender el funcionamento de los dispositivos futuros.
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HORAS TOTALES DE DEDICACION DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje
Horas grupo grande 65,0 43.33
Horas aprendizaje auténomo 85,0 56.67

Dedicacion total: 150 h

CONTENIDOS

1. Fisica de semiconductors

Descripcion:

1.1. Bandas de energia. Portadores de carga: electrons y huecos . Semiconductores directos e indirectos. Masa efectiva de los
portadores.

1.2. Concentracion de electrones y huecos. Densidad de estados efectiva. Nivel de Fermi.

1.3. Semiconductores intrinsecos y extrinsecos. Impurezas aceptoras y donadoras. Ecuacion de neutralidad electrica. Estadistica
de ocupacién.

1.4. Mecanismos de transporte de carga. Corriente de arrastre. Mobilidad de portadores. Corriente de difusién. Relaciones de
Einstein.

1.5. Generacion y recombinacién de portadores. Tiempo de vida. Quasi-niveles de Fermi.

1.6. Ecuacion de continuidad. Inyeccion de portadores. Longitud de difusion

Dedicacion: 37h 30m

Clases tedricas: 9h 45m

Clases practicas: 6h

Trabajo auténomo (no presencial): 21h
Actividades dirigidas: Oh 45m

2. Diodo de union PN

Descripcion:

2.1. La unién PN abrupta . Balance electrostatico. Zona de carga de espacio. Tension de construccion.

2.2. La unién PN polarizada. Caracterisitica corriente tension en el diodo ideal.

2.3. Caracteristica corriente tensidn en el diodo real. Generacidon recombinacion en la zona de carga de espacio. Ruptura del
diodo. Diodo zener.

2.4 Resitencia dinamica del diodo. Modelo de pequefia sefial.

2.5. Uniones metal semiconductor.Contactos 6hmicos y diodo Schottky.

2.6.Introduccion a los dispositivos optoelectrdénicos.LED, diodo laser,fotodiodos y células solares.

Dedicacion: 37h 30m

Clases tedricas: 9h 45m

Clases practicas: 6h

Trabajo auténomo (no presencial): 21h
Actividades dirigidas: Oh 45m
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3. Transistor de efecto de campo

Descripcion:

3.1. Clasificacion de ols transistores de efecto de campo. El transistor MOSFET.

3.2. Analisis electrostatico de la estructura MOS. Tension de flat-band y tension umbral. Capacidad MOS.
3.3. Caracteristicas estaticas del transistor MOSFET.

3.4. Modos de funcionamento: corte, lineal y saturacién.

3.5. Efecto substrato. Caracteristicas sub-umbral.

3.6. Circuitos equivalentes. Limitaciones en frecuencia.

3.7. Escalado del MOSFET y efectos de electrones calientes.

3.8. Efectos de canal corto.

3.9. Ejemplo de aplicacién digital. Inversor légico CMOS.

Dedicacion: 37h 30m

Clases teodricas: 9h 45m
Clases practicas: 6h

Clases de laboratorio: Oh 45m
Practicas externas: 21h

4. El transistor bipolar d'union.

Descripcion:

4.1. Estructura del dispositivo. Descripcion conceptual del efecto transistor.

4.2. Caracteristicas estaticas del transistor bipolar. El modelo de Ebers-Moll. Modos de funcionamiento: corte, saturacion, activo
directo y activo inverso.

4.3. Parametros caracteristicos en modo activo directo: eficiencia de inyeccidén del emisor, factor de transporte en la base.
Ganancia de corriente.

4.4, Efectos no ideales: modulacion de la anchura de la base, alta inyeccion, tension de ruptura.

4.5. Circuito equivalente de pequena sefial. Modelo hibrido en pino.

4.6. Ejemplo de aplicacion analdgica. Circuito amplificador de sefial con transistor bipolar.

Dedicacion: 37h 30m

Clases tedricas: 9h 45m
Clases practicas: 6h

Clases de laboratorio: Oh 45m
Practicas externas: 21h

SISTEMA DE CALIFICACION

Cualquier acto de fraude académico, plagio o uso o mera tenencia al alcance de medios no autorizados en cualquier actividad de
evaluacién comportara la calificacion de cero (0) en la prueba o entrega afectada. Ademas, de acuerdo con la normativa de la
Universidad, la posible derivacion de los hechos para la apertura de un expediente disciplinario implicara que la asignatura quede en
el estado provisional de "pendiente de evaluacidon" hasta la resolucion del expediente. La gestion de estas incidencias se lleva a cabo
de acuerdo con el Marco de actuacién para la integridad académica en la evaluacién de la UPC.

La calificacién constara de un examen final (EF) y de un examen parcial a medio cuatrimestre (EP).
La calificacidn final vendra dada por max{EF, 0.6*EF+0.4*EP}.
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